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はじめに  
	
 Mn-Ga規則合金膜は飽和磁化(Ms = 200-600 emu/cm3) 1-3)、高い磁気異方性(Ku = 10-23.5 Merg/cm3) 1-3)を示

すことが知られている。従って、近年では Mn-Ga合金薄膜は新規永久磁石材料やスピンエレクトロニクスデ
バイスの次世代材料として注目されており、Mn-Ga合金薄膜の研究が多く行われている。Mn-Ga薄膜は組成
によって強磁性からフェリ磁性を示し、チューナブルな飽和磁化と高結晶磁気異方性を有するとされている

が、バルクにおける L10型 Mn-Ga（1対 1）合金は平衡状態図では存在しない。また、蒸着法を用いて作製さ
れた Mn-Ga合金薄膜や様々なバッファ層で作製された報告も少ない。本研究では超高真空電子ビーム蒸着装
置を用いて作製した異なるバッファ層上におけるMnxGa薄膜の磁気特性の関係を明らかにすることを目的と
した。 
実験方法  
	
 薄膜試料は超高真空電子ビーム蒸着装置を用いて作製し、蒸着ソースは到達真空度 5×10-3 Pa以下の
状態でアーク溶解法により作製したMn1.0Ga合金を用いた。薄膜作製時は到達真空度 8.9×10-7 Pa以下、
基板温度 Ts = 300 ℃、熱処理温度 Ta = 300 ~ 500 ℃、熱処理時間 3hとした。また膜構成はMgO(100) 
基板上に様々なバッファ層(Cr, Fe, Pt, Au)を 5 nm、磁性層としてMnGaを 20 nm、キャップ層として
Crを 10 nmとした。作製した薄膜の組成をエネルギー分散型 X線分析装置(EDX)、結晶構造を X線回
折装置(XRD)、表面粗さを原子間力顕微鏡(AFM)、磁気特性は超伝導量子干渉型磁束計(SQUID)を用いて
評価した。また、薄膜表面を反射高速電子線回折装置(RHEED)により、その場観察を行った。 
実験結果  
	
 Fig.1に薄膜作製時の Crまたは Ptバッファ、磁性層
の MnGa薄膜をその場観察した RHEEDパターンを示
す。RHEEDパターンでは Crバッファにおいてはそれ
ぞれのストリーク間隔が下の層に合うように成長して

おり、MnGa層では表面再配列構造も観察された。こ
れは原子レベルで平坦な表面が成膜されたエピタキシ

ャルな薄膜であるといえる。しかしながら、Ptバッフ
ァにおいては Crバッファに比べ、ややリング状のパタ
ーンが見られており、多結晶に近い成長が確認された。

講演では Mn組成とバッファ層を変化させた薄膜の基
板温度や熱処理温度における規則度および表面粗さと

磁気特性の関係について報告する。 
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Fig.1 RHEED patterns of Mn-Ga thin films. 
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